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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に第１マスク工程でゲート配線とゲート電極を形成する段階と、
　前記ゲート配線とゲート電極を含む基板の全面にゲート絶縁膜を形成する段階と、
　前記ゲート絶縁膜上部に単一マスクを利用した第２マスク工程で、アクティブ層とオー
ミックコンタクト層、ソース電極、ドレイン電極、及び前記ゲート配線と交差して画素領
域を定義するデータ配線を形成する段階と、
　前記ソース及びドレイン電極とデータ配線を含む基板全面に第１保護膜を形成する段階
と、
　前記アクティブ層上部の第１保護膜上に第３マスク工程で、ブラックマトリックスを形
成する段階と、
　前記画素領域の前記第１保護膜上部に第４マスク工程で、カラーフィルター層を形成す
る段階と、
　前記カラーフィルター及びブラックマトリックスが形成された基板の全面に第２保護膜
を形成する段階と、
　第５マスク工程で、前記画素領域及び前記ドレイン電極の一部に対応する第２保護膜を
露出する感光パターンを形成する段階と、
　前記感光パターンをマスクとして前記露出した第２保護膜を除去して、前記第２保護膜
に接触する第１保護膜部分を除去して前記ドレイン電極の一部を露出する段階と、
　前記ドレイン電極の露出した部分を含み、前記感光パターンが形成された基板全面に透
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明導電層を形成する段階と、
　前記感光パターンと前記感光パターン上部の透明導電層を除去して、前記画素領域内に
前記ドレイン電極の露出した部分と接触する画素電極を形成する段階と
　を含む液晶表示装置の製造方法。
【請求項２】
　前記第２マスク工程は前記ゲート配線の上部に前記画素電極と接触する金属パターンを
形成する段階を含むことを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項３】
　前記第１マスク工程は前記ゲート配線の一端にゲートパッドを形成する段階を含んで、
前記第２マスク工程は前記データ配線の一端にデータパッドを形成する段階を含むことを
特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項４】
　前記画素電極を形成する段階は前記ゲートパッドと接触するゲートパッド端子及び前記
データパッドと接触するデータパッド端子を形成する段階を含むことを特徴とする請求項
３に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項５】
　前記画素電極と、ゲートパッド端子及びデータパッド端子は透明導電物質で形成される
ことを特徴とする請求項４に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項６】
　前記画素電極を含む基板上に、前記ゲート及びデータ配線に対応する柱状のスペーサー
を形成する段階をさらに含むことを特徴とする請求項４に記載の液晶表示装置の製造方法
。
【請求項７】
　前記柱状のスペーサーを形成する段階は、前記ゲートパッド端子を覆う第１遮断層を形
成する段階と、前記データパッド端子を覆う第２遮断層を形成する段階を含むことを特徴
とする請求項６に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項８】
　前記第２マスク工程は、
　前記ゲート絶縁膜上に純粋非晶質シリコーン層と不純物非晶質シリコーン層と金属層と
感光層を積層する段階と、
　前記金属層上部に感光層を形成する段階と、
　前記感光層上部に、透過部と半透過部及び遮断部を含む前記単一マスクを位置させる段
階と、
　前記単一マスクを介して前記感光層を露光して現像して、互いに異なる厚さを有する感
光パターンを形成する段階と、
　前記感光パターンにより露出した前記金属層と不純物非晶質シリコーン層及び純粋非晶
質シリコーン層の一部を除去する段階と、
　さらに薄い厚さを有する前記感光パターンの部分を除去して前記単一マスクの半透過部
に対応する金属層を露出する段階と、
　前記露出した金属層を除去して不純物非晶質シリコーンを露出する段階と、
　前記露出した不純物非晶質シリコーン層を除去する段階と、
　前記残っている感光パターンを除去する段階を含むことを特徴とする請求項１に記載の
液晶表示装置の製造方法。
【請求項９】
　前記単一マスクを利用して前記データ配線下部に、純粋非晶質シリコーン層と不純物非
晶質シリコーン層を含む半導体パターンを形成する段階をさらに含むことを特徴とする請
求項１に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記第２保護膜は前記画素領域で選択的にパターニングされて前記カラーフィルター層
を選択的に露出することを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置の製造方法。



(3) JP 4478077 B2 2010.6.9

10

20

30

40

50

【請求項１１】
　前記画素電極と離隔されて同じ層上に位置する共通電極を形成する段階をさらに含むこ
とを特徴とする請求項１０に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項１２】
　基板と、
　前記基板上に形成されたゲート配線とゲート電極と、
　前記ゲート配線とゲート電極上部のゲート絶縁膜と、
　前記ゲート電極上部のゲート絶縁膜上に形成されたアクティブ層と、
　前記アクティブ層上部のオーミックコンタクト層と、
　前記オーミックコンタクト層上部に形成されたソース電極とドレイン電極、及び前記ゲ
ート配線と交差して画素領域を定義するデータ配線と、
　前記ソース及びドレイン電極とデータ配線上部の第１保護膜と、
　前記アクティブ層上部の前記第１保護膜上に形成されたブラックマトリックスと、
　前記画素領域の第１保護膜上に形成されたカラーフィルター層と、
　前記ブラックマトリックス及びカラーフィルター層上部に形成されて、前記画素領域の
カラーフィルター層を露出する第２保護膜と、
　前記第２保護膜と水平に重畳することなく前記第２保護膜と同じ層上に位置し、前記画
素領域の露出したカラーフィルター層上部に形成されて、前記ドレイン電極と連結された
画素電極と
　を含む液晶表示装置。
【請求項１３】
　前記ゲート配線及びデータ配線上部に柱状のスペーサーをさらに含むことを特徴とする
請求項１２に記載の液晶表示装置。
【請求項１４】
　前記第２保護膜は前記画素領域で選択的にパターニングされて前記カラーフィルター層
を選択的に露出することを特徴とする請求項１２に記載の液晶表示装置。
【請求項１５】
　前記画素領域で選択的に露出したカラーフィルター層上に、前記画素電極と離隔して設
けられ同じ層上に位置する共通電極をさらに含むことを特徴とする請求項１４に記載の液
晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置に係り、特に、カラーフィルターオン薄膜トランジスタ（ＣＯ
Ｔ：color filter on TFT）構造の液晶表示装置用アレイ基板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、液晶表示装置は、液晶分子の光学的異方性と複屈折特性を利用して画像を表
現するものであって、電界が印加されると液晶の配列が変わり、変わった液晶の配列方向
によって光が透過する特性も変わる。
【０００３】
　液晶表示装置は、電界生成電極がそれぞれ形成されている両基板を両電極が形成されて
いる面が向かい合うように配置し、両基板間に液晶物質を注入した後に、両電極に電圧を
印加して生成される電界により前記液晶分子を動かすようにすることによって、これによ
り変わる光の透過率により画像を表現する装置である。
【０００４】
　図１は、従来による液晶表示装置を概略的に示した図面である。
【０００５】
　図示したように、一般的なカラー液晶表示装置１１は、赤、緑、青のカラーフィルター
を含むカラーフィルター層８と、カラーフィルター層８のカラーフィルター間に形成され
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たブラックマトリックス６と、前記カラーフィルター層８とブラックマトリックス６を覆
う共通電極１８が形成された上部基板５と、画素領域Ｐが定義されて画素領域には画素電
極１７とスイッチング素子Ｔが形成され、画素領域Ｐの周辺でアレイ配線が形成された下
部基板２２とを含み、上部基板５と下部基板２２との間には液晶１４が充填されている。
【０００６】
　前記下部基板２２は、アレイ基板ともいい、スイッチング素子である薄膜トランジスタ
Ｔがマトリックス状に位置して、このような複数の薄膜トランジスタＴを交差してゲート
配線１３とデータ配線１５が形成される。
【０００７】
　ここで、前記画素領域Ｐは、前記ゲート配線１３とデータ配線１５とが交差して定義さ
れる領域であり、前記画素領域Ｐ上には前述したように透明な画素電極１７が形成される
。
【０００８】
　前記画素電極１７は、インジウム－スズ－オキサイド（indium tin oxide：ＩＴＯ）の
ように光の透過率が比較的優れた透明導電性金属を用いる。
【０００９】
　前記画素電極１７と並列に連結されたストレージキャパシターＣＳＴがゲート配線１３
の上部に構成され、ストレージキャパシターＣＳＴの第１電極でゲート配線１３の一部を
使用し、第２電極でソース及びドレイン電極と同一層同一物質で形成されたアイランド状
の金属パターン３０を使用する。
【００１０】
　ここで、前記金属パターン３０は、画素電極１７と接触して画素電極の信号を受けるよ
うに形成される。
【００１１】
　ところが、前述したように、上部カラーフィルター基板５と下部アレイ基板２２とを合
着して液晶パネルを製作する場合には、カラーフィルター基板５とアレイ基板２２との合
着誤差による光漏れ不良などが発生する確率が非常に高い。
【００１２】
　これに対して、以下、図２を参照しながら説明する。
【００１３】
　図２は図１のＩＩ－ＩＩを切断して図示した液晶表示装置の断面図である。
【００１４】
　図示したように、第１基板２２は、スイッチング領域Ｓを含む画素領域Ｐとストレージ
領域ＳＴで定義される。
【００１５】
　前記スイッチング領域Ｓには、ゲート電極３２とアクティブ層３４とソース電極３６と
ドレイン電極３８で構成された薄膜トランジスタＴが形成されて、前記画素領域Ｐには透
明な画素電極１７が形成される。
【００１６】
　前記ストレージ領域ＳＴには、ゲート配線１３を第１電極にし、前記ゲート配線１３の
上部にアイランド状に形成されて前記画素電極１７と接触する金属パターン３０を第２電
極にするストレージキャパシターＣＳＴが構成される。
【００１７】
　ここで、前記ストレージキャパシターＣＳＴは、多様な構造及び形態で構成することが
できる。
【００１８】
　前記第１基板２２と液晶層１４を間に置いて離隔された第２基板５の対向面には、前記
薄膜トランジスタＴとゲート配線及びデータ配線１３、１５に対応してブラックマトリッ
クス６が形成されて、前記画素領域Ｐに対応する面にはカラーフィルター８ａ、８ｂ、８
ｃが形成される。
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【００１９】
　前記カラーフィルター８ａ、８ｂ、８ｃとブラックマトリックス６が形成された基板５
の全面には透明な共通電極１８が形成される。
【００２０】
　一般的に、前述した第１基板２２と第２基板５は別途に製作されてそれぞれの製作が完
了すると合着する工程が進められる。
【００２１】
　ここで、合着誤差が発生するようになれば、前記ブラックマトリックス６の位置が最初
に設計された位置から外れるようになり、これにより、前記薄膜トランジスタＴには光が
入り漏れ電流が発生するようになり、前記ゲート及びデータ配線１３、１５に対応する領
域、すなわち、データ配線１５と画素電極１７の離隔された領域Ａと前記ゲート配線１３
と前記画素電極１７間の離隔された領域Ｃで光漏れ現象が発生する問題がある。
【００２２】
　したがって、従来は、このような問題を解決するために、合着工程時の誤差を勘案して
設計時合着マージン（align margin）をさらに設けて設計するようになる。
【００２３】
　すなわち、前記ブラックマトリックス６のサイズをさらに大きく設計することである。
【００２４】
　このようにすれば、合着誤差が発生しても上述した不良が発生しない。
【００２５】
　しかし、輝度及び開口率が減少される問題がある。
【００２６】
　したがって、これを解決するための方法で前記カラーフィルターを薄膜トランジスタア
レイ配線の上部に形成するＣＯＴ構造の液晶表示装置が提案された。
【００２７】
　図３は、従来によるＣＯＴ構造の液晶表示装置用アレイ基板の一部を示した拡大平面図
である。
【００２８】
　図示したように、基板５０上に一方向に延長されて相互に平行するように離隔された複
数のゲート配線５２と、前記ゲート配線５２と垂直に交差して画素領域Ｐを定義して相互
に平行するように離隔された複数のデータ配線６８を形成する。
【００２９】
　前記ゲート配線５２の一端にはゲートパッド５６及びここに接触する透明なゲートパッ
ド端子９４が形成されて、前記データ配線６８の一端にはデータパッド及びここに接触す
る透明なデータパッド端子７０、９６が形成される。
【００３０】
　前記ゲート配線５２とデータ配線６８の交差地点毎にゲート電極５４と半導体層６０と
ソース電極６４とドレイン電極６６を含む薄膜トランジスタＴが形成される。
【００３１】
　ここで、前記半導体層６０から前記データ配線６８の下部に半導体層６０の延長部６２
を形成することができ、これは前記データ配線６８の付着特性を改善するための用途であ
る。
【００３２】
　前記ゲート配線５２とデータ配線６８が交差して定義される画素領域Ｐ毎にカラーフィ
ルター７８ａ、７８ｂ、７８ｃが形成されて、前記薄膜トランジスタＴに対応してブラッ
クマトリックス７６が形成される。
【００３３】
　場合によっては、図示したように、前記ブラックマトリックス７６は前記ゲート配線５
２とデータ配線６８に対応しても形成される。
【００３４】
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　前記画素領域Ｐに対応するカラーフィルター７８ａ、７８ｂ、７８ｃの上部には前記ド
レイン電極６６と接触する画素電極９２が形成される。
【００３５】
　前述した構成は、前記カラーフィルター７８ａ、７８ｂ、７８ｃとブラックマトリック
ス７６を上部基板（図示せず）ではない下部アレイ基板に形成することによって、前述し
た合着マージンなどを考慮しなくても良いので、合着マージンだけの領域を開口領域に拡
大して用いることができる長所がある。
【００３６】
　前記ゲート配線５２の一部上部にはストレージキャパシターＣＳＴが構成されるが、前
記ストレージキャパシターＣＳＴは第１電極をゲート配線５２にし、前記ゲート配線５２
の一部上部にアイランド状で形成されて前記画素電極９２と接触した金属パターン７２を
第２電極にする。
【００３７】
　ここで、前記ストレージキャパシターＣＳＴの構成及び位置は多様に変形することがで
きる。
【００３８】
　以下、工程断面図を参照して前述した従来によるＣＯＴ構造液晶表示装置用アレイ基板
を形成する方法を説明する。
【００３９】
　図４Ａと図４Ｂ及び図４Ｃは、従来の第１マスク工程と第２マスク工程を示した図面で
あって、それぞれ図３のＩＶＡ－ＩＶＡ線、ＩＶＢ－ＩＶＢ線、ＩＶＣ－ＩＶＣ線に沿っ
て切断した面に対応する断面図である。
【００４０】
　基板５０上にスイッチング領域Ｓを含む画素領域Ｐと、画素領域Ｐの一側にストレージ
領域ＳＴと、ゲートパッド領域ＧＰと、データパッド領域ＤＰを定義する。
【００４１】
　前記複数の領域Ｓ、Ｐ、ＳＴ、ＧＰ、ＤＰが定義された基板５０上にアルミニウム（Ａ
ｌ）、アルミニウム合金（ＡｌＮｄ）等を含む金属物質を蒸着してパターニングして、ゲ
ート電極５４とゲート配線５２を形成する。ゲート電極５４は前記スイッチング領域Ｓに
対応して、ゲート配線５２の一部は前記ストレージ領域ＳＴに対応する。ゲート配線５２
は一端にゲートパッド５６を含むが、ゲートパッド５６はゲートパッド領域ＧＰに対応す
る。
【００４２】
　前記ゲート電極５４とゲート配線５２が形成された基板５０の全面に窒化シリコーン（
ＳｉＮＸ）と酸化シリコーン（ＳｉＯ２）を含む無機絶縁物質グループのうちから選択さ
れた一つまたはそれ以上の物質を蒸着してゲート絶縁膜５８を形成する。
【００４３】
　前記ゲート絶縁膜５８の上部に純粋な非晶質シリコーン層と不純物が含まれた非晶質シ
リコーン層を積層して第２マスク工程でパターニングして、前記ゲート電極５４に対応す
るゲート絶縁膜５８の上部にアクティブ層６０ａとオーミックコンタクト層６０ｂで構成
された半導体層６０と前記半導体層６０で垂直するように延長された延長部６２を形成す
る。
【００４４】
　ここで、前記延長部６２は形成しないこともある。
【００４５】
　図５Ａと図５Ｂ及び図５Ｃは、第３マスク工程を示した図面であって、それぞれ図３の
ＩＶＡ－ＩＶＡ線、ＩＶＢ－ＩＶＢ線、ＩＶＣ－ＩＶＣ線に沿って切断した面に対応する
断面図である。
【００４６】
　前記アクティブ層６０ａとオーミックコンタクト層６０ｂが形成された基板５０の全面



(7) JP 4478077 B2 2010.6.9

10

20

30

40

50

に前述した導電性金属グループのうちから選択された一つまたはそれ以上を蒸着して第３
マスク工程でパターニングして、前記オーミックコンタクト層６０ｂの上部で相互に離隔
されたソース電極６４とドレイン電極６６を形成して、前記ソース電極６４から前記デー
タパッド領域ＤＰに延長形成されて一端にデータパッド７０を含むデータ配線６８が形成
される。
【００４７】
　同時に、前記ストレージ領域ＳＴに対応するゲート配線５２の上部にアイランド状の金
属パターン７２を形成する。
【００４８】
　続いて、前記ソース及びドレイン電極６４、６６をエッチングマスクにして露出したオ
ーミックコンタクト層６０ｂを除去して下部のアクティブ層６０ａを露出する工程を行う
。
【００４９】
　図６Ａと図６Ｂ及び図６Ｃは、第４マスク工程と第５マスク工程を示した図面であって
、それぞれ図３のＩＶＡ－ＩＶＡ線、ＩＶＢ－ＩＶＢ線、ＩＶＣ－ＩＶＣ線に沿って切断
した面に対応する断面図である。
【００５０】
　前記ソース及びドレイン電極６４、６６とデータ配線６８が形成された基板５０の全面
に窒化シリコーン（ＳｉＮＸ）と酸化シリコーン（ＳｉＯ２）を含む無機絶縁物質グルー
プのうちから選択された一つを蒸着して保護膜７４を形成する。
【００５１】
　前記保護膜７４が形成された基板５０の全面にブラック樹脂を塗布した後第４マスク工
程でパターニングして、前記ソース及びドレイン電極６４、６６と露出したアクティブ層
６０ａに対応してブラックマトリックス７６を形成する。
【００５２】
　場合によって、前記ブラックマトリックス７６は前記ゲート配線５２とデータ配線６８
に対応してさらに形成することができる。
【００５３】
　次に、カラー樹脂を塗布して第５マスク工程を介してパターニングして、カラーフィル
ター層、例えば、緑色カラーフィルター７８ｂを画素領域Ｐの保護膜７４上部に形成する
【００５４】
　図７Ａと図７Ｂ及び図７Ｃは、第６マスク工程を示した図面であって、それぞれ図３の
ＩＶＡ－ＩＶＡ線、ＩＶＢ－ＩＶＢ線、ＩＶＣ－ＩＶＣ線に沿って切断した面に対応する
断面図である。
【００５５】
　次に、前記カラーフィルター７８ｂが形成された基板５０の全面にベンゾシクロブテン
（ＢＣＢ）とアクリル系樹脂を含む平坦化膜８０を形成して第６マスク工程でパターニン
グして、前記ドレイン電極６６を露出するドレインコンタクトホール８２と、前記金属パ
ターン７２を露出するストレージコンタクトホール８４と、前記ゲートパッド５６を露出
するゲートパッドコンタクトホール８６と、前記データパッド７０を露出するデータパッ
ドコンタクトホール８８を形成する。
【００５６】
　図８Ａと図８Ｂ及び図８Ｃは、第７マスク工程を示した図面であって、それぞれ図３の
ＩＶＡ－ＩＶＡ線、ＩＶＢ－ＩＶＢ線、ＩＶＣ－ＩＶＣ線に沿って切断した面に対応する
断面図である。
【００５７】
　図示したように、前記平坦化膜８０が形成された基板５０の全面にインジウム－スズ－
オキサイド（ＩＴＯ）とインジウム－ジンク－オキサイド（ＩＺＯ）を含む透明な導電性
金属グループのうちから選択された一つを蒸着してパターニングして、前記ドレイン電極
６６と前記金属パターン７２に同時に接触しながら前記画素領域Ｐに位置した画素電極９
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２と、前記ゲートパッド５６と接触するゲートパッド端子９４と前記データパッド７０と
接触するデータパッド端子９６が形成される。
【００５８】
　前述したような７マスク工程を介して従来によるＣＯＴ構造の液晶表示装置用アレイ基
板を製作することができる。
【００５９】
　前述した工程は、前記ブラックマトリックスと前記カラーフィルターを形成するための
２マスク工程を除外すれば、画素電極を含むアレイ配線及び電極を形成するために５マス
ク工程を行っている。
【００６０】
　一般的に、液晶パネルを製作するにおいて工程数が多ければ工程時間が遅れ工程費用の
高くなる問題がある同時に不良確率が大きくなり、製品の収率が低下する問題が発生する
。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００６１】
　本発明は前述した問題を解決するための目的で提案されたもので、カラーフィルターを
アレイ基板に形成したＣＯＴ構造の液晶表示装置を製作する際、工程を単純化する方法を
提案する。
【課題を解決するための手段】
【００６２】
　前述した目的を達成するための本発明による液晶表示装置の製造方法は、基板上に第１
マスク工程でゲート配線とゲート電極を形成する段階と、前記ゲート配線とゲート電極を
含む基板の全面にゲート絶縁膜を形成する段階と、前記ゲート絶縁膜上部に単一マスクを
利用した第２マスク工程で、アクティブ層とオーミックコンタクト層、ソース電極、ドレ
イン電極、そして前記ゲート配線と交差して画素領域を定義するデータ配線を形成する段
階と、前記ソース及びドレイン電極とデータ配線を含む基板全面に第１保護膜を形成する
段階と、前記アクティブ層上部の第１保護膜上に第３マスク工程で、ブラックマトリック
スを形成する段階と、前記画素領域の前記第１保護膜上部に第４マスク工程で、カラーフ
ィルター層を形成する段階と、前記カラーフィルター及びブラックマトリックスが形成さ
れた基板の全面に第２保護膜を形成する段階と、第５マスク工程で、前記画素領域及び前
記ドレイン電極の一部に対応する第２保護膜を露出する感光パターンを形成する段階と、
前記感光パターンをマスクとして前記露出した第２保護膜を除去して、前記第２保護膜に
接触する第１保護膜部分を除去して前記ドレイン電極の一部を露出する段階と、前記ドレ
イン電極の露出した部分を含み、前記感光パターンが形成された基板全面に透明導電層を
形成する段階と、前記感光パターンと前記感光パターン上部の透明導電層を除去して、前
記画素領域内に前記ドレイン電極の露出した部分と接触する画素電極を形成する段階を含
む。
【００６３】
　また、本発明による液晶表示装置は、基板と、前記基板上に形成されたゲート配線とゲ
ート電極と、前記ゲート配線とゲート電極上部のゲート絶縁膜と、前記ゲート電極上部の
ゲート絶縁膜上に形成されたアクティブ層と、前記アクティブ層上部のオーミックコンタ
クト層と、前記オーミックコンタクト層上部に形成されたソース電極とドレイン電極、そ
して前記ゲート配線と交差して画素領域を定義するデータ配線と、前記ソース及びドレイ
ン電極とデータ配線上部の第１保護膜と、前記アクティブ層上部の前記第１保護膜上に形
成されたブラックマトリックスと、前記画素領域の第１保護膜上に形成されたカラーフィ
ルター層と、前記ブラックマトリックス及びカラーフィルター層上部に形成されて、前記
画素領域のカラーフィルター層を露出する第２保護膜と、前記第２保護膜と水平に重畳す
ることなく前記第２保護膜と同じ層上に位置し、前記画素領域の露出したカラーフィルタ
ー層上部に形成されて、前記ドレイン電極と連結された画素電極を含む。
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【発明の効果】
【００６４】
　したがって、本発明によるＣＯＴ構造液晶表示装置用アレイ基板は、第一に、ＣＯＴ構
造であるのでブラックマトリックスを上部基板に構成する時の合着マージンを開口領域で
用いることができるので開口率改善及びこれによる輝度が改善される効果がある。
【００６５】
　第二に、薄膜トランジスタアレイ部を減少させた工程を介して製作することによって、
工程単純化を介した工程時間の短縮及び固定費用を低めることができると同時に工程中発
生する不良確率を低めることができ、製品の収率を改善することができる効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６６】
　以下、添付した図面を参照して、本発明による望ましい実施の形態を説明する。
　－－第１の実施の形態－－
【００６７】
本発明の特徴は、カラーフィルター及びブラックマトリックスを含むアレイ基板の構成で
、前記ブラックマトリックス及びカラーフィルターを除外したアレイ基板の構成を３マス
ク工程で製作することを特徴とする。
【００６８】
　以下、工程断面図を参照して本発明によるＣＯＴ構造の液晶表示装置用アレイ基板の製
造工程を説明する。
【００６９】
　図９Ａ、図９Ｂ及び図９Ｃは、本発明の第１マスク工程を示した図面であって、それぞ
れ画素領域と、ゲートパッド領域及びデータパッド領域に対応する断面図である。
【００７０】
　図示したように、基板１００上にスイッチング領域Ｓを含む画素領域Ｐを定義して、ゲ
ートパッド領域ＧＰとデータパッド領域ＤＰと、前記画素領域Ｐの一部に対応するストレ
ージ領域ＳＴを定義する。
【００７１】
　前記複数の領域Ｓ、ＳＴ、Ｐ、ＧＰ、ＤＰが定義された基板１００上に、アルミニウム
（Ａｌ）、アルミニウム合金（ＡｌＮｄ）、銅（Ｃｕ）、タングステン（Ｗ）、クロム（
Ｃｒ）、モリブデン（Ｍｏ）等を含む導電性金属グループのうちから選択された一つまた
はそれ以上の物質を蒸着して第１マスク工程によりパターニングして、ゲート電極１０４
とゲート配線１０２を形成する。ゲート電極１０４は、前記画素領域Ｐのスイッチング領
域Ｓに位置して、ゲート配線１０２の一部は、前記ストレージ領域ＳＴに対応する。ゲー
ト配線１０２は、前記ゲート電極１０４と連結されて、一端にゲートパッド１０６を含む
が、ゲートパッド１０６はゲートパッド領域ＧＰに位置する。
【００７２】
　図１０Ａ、図１０Ｂ、図１０Ｃないし図１４Ａ、図１４Ｂ、図１４Ｃは、第２マスク工
程を工程順序に従って示した図面であって、それぞれ画素領域と、ゲートパッド領域及び
データパッド領域に対応する断面図である。
【００７３】
　まず、図１０Ａ、図１０Ｂ及び図１０Ｃに示したように、前記ゲートパッド及びゲート
配線１０６、１０２とゲート電極１０４が形成された基板１００の全面に、窒化シリコー
ン（ＳｉＮＸ）と酸化シリコーン（ＳｉＯ２）を含む無機絶縁物質グループのうちから選
択された一つまたはそれ以上の物質を蒸着してゲート絶縁膜１０８を形成する。
【００７４】
　続いて、前記ゲート絶縁膜１０８が形成された基板１００の全面に、純粋非晶質シリコ
ーン（ａ－Ｓｉ：Ｈ）と不純物非晶質シリコーン（ｎ＋またはｐ＋またはａ－Ｓｉ：Ｈ）
を順次蒸着して、純粋非晶質シリコーン層１１０と不純物非晶質シリコーン層１１２を形
成して、前記不純物非晶質シリコーン層１１２の上部に前述した導電性金属を蒸着して導



(10) JP 4478077 B2 2010.6.9

10

20

30

40

50

電性金属層１１４を形成する。
【００７５】
　次に、前記導電性金属層１１４が形成された基板１００の全面に、フォトレジストを塗
布して感光層１１６を形成する。
【００７６】
　前記感光層１１６の離隔された上部に遮断部Ａ２と透過部Ａ１と半透過部Ａ３で構成さ
れたマスクＭを位置させる。
【００７７】
　ここで、前記マスクＭの遮断部Ａ２は、スイッチング領域Ｓとストレージ領域ＳＴとデ
ータパッド領域ＤＰに対応するようにし、前記半透過部Ａ３は、前記スイッチング領域Ｓ
のうち前記ゲート電極１０４の中心一部領域に位置するように構成する。それ以外の領域
には、前記透過部Ａ１が対応するようにする。
【００７８】
　前記感光層１１６がポジティブ特性を有したと仮定した場合、前記マスクＭの透過部Ａ
１に対応する感光層１１６は完全に露光されて、前記マスクＭの半透過部Ａ３に対応する
感光層１１６は一部だけが露光される特性を有する。
【００７９】
　前記マスクＭの上部に光を照射して下部の感光層１１６を露光して現像する工程を行う
。
【００８０】
　このようにすれば、図１１Ａ、図１１Ｂ及び図１１Ｃに示したように、前記スイッチン
グ領域Ｓに対応して互いに異なる第１及び第２厚さを有する第１感光パターン１１８ａと
、前記ストレージ領域ＳＴと、データパッド領域ＤＰに対応して第１感光パターン１１８
ａの第１厚さと同様な厚さの第２感光パターン１１８ｂを形成する。第１感光パターン１
１８ａの第１厚さは、図１０ＡのマスクＭの遮断部Ａ２に対応し、第２厚さは第１厚さよ
り薄いし図１０ＡのマスクＭの透過部Ａ３に対応する。
【００８１】
　ここで、前記データパッド領域ＤＰに形成された第２感光パターン１１８ｂは、前記第
１感光パターン１１８ａと延長されて前記ゲート配線１０２とは垂直方向で延長されて形
成された形状である。
【００８２】
　次に、図１２Ａ、図１２Ｂ及び図１２Ｃに示したように、前記第１及び第２感光パター
ン１１８ａ、１１８ｂの周辺で露出した金属層１１４とその下部の不純物非晶質シリコー
ン層１１２と純粋非晶質シリコーン層１１０を除去する工程を行う。
【００８３】
　このようにすれば、前記スイッチング領域Ｓに対応する第１感光パターン１１８ａの下
部にはパターニングされたソースドレインパターン１１９が形成され、前記ストレージ領
域ＳＴに対応する第２感光パターン１１８ｂの下部にはアイランド状の金属パターン１２
０が形成され、前記データパッド領域ＤＰに対応する第２感光パターン１１８ｂの下部に
は前記ソースドレインパターン１１９と連結されて一方向に延長されて一端にデータパッ
ド１２２を含むデータ配線（図示せず）が形成される。
【００８４】
　そして、ソースドレインパターン１１９と金属パターン１２０及びデータパッド１２２
下部にはパターニングされた不純物非晶質シリコーン層１１２と純粋非晶質シリコーン層
１１０が残るようになる。
【００８５】
　図１３Ａ、図１３Ｂ及び図１３Ｃは、前記第１及び第２感光パターン１１８ａ、１１８
ｂを灰化（ashing）する工程を示した図面である。
【００８６】
　図示したように、前記第１感光パターン１１８ａの第２厚さを完全に除去することによ
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って、下部のソースドレインパターン１１９を露出する工程を行う。ここで、第１感光パ
ターン１１８ａの第１厚さ及び第２感光パターン１１８ｂも一部除去されて厚さが薄くな
り、第１及び第２感光パターン１１８ａ、１１８ｂの縁も除去される。
【００８７】
　したがって、前記ソースドレインパターン１１９はその周辺Ｆも一定領域露出して、前
記金属パターン１２０とデータパッド１２２及びデータ配線（図示せず）の周辺Ｆも一定
領域露出する形状になる。
【００８８】
　図１４Ａ、図１４Ｂ及び図１４Ｃに示したように、露出したソースドレインパターンを
除去して、その下部の不純物非晶質シリコーン層１１２を除去する工程を行う。
【００８９】
　このようにすれば、前記ゲート電極１０４に対応して離隔されたソース電極（１２４）
とドレイン電極１２６が形成される。
【００９０】
　一方、ソース及びドレイン電極１２４、１２６とデータパッド１２２及び金属パターン
１２０下部に第１半導体パターン１１１と第２半導体パターン１１３及び第３半導体パタ
ーン１１５がそれぞれ形成される。半導体パターン１１１、１１３、１１５のそれぞれは
不純物非晶質シリコーン層１１２と純粋非晶質シリコーン層１１０を含む。
【００９１】
　ここで、前記ソース及びドレイン電極１２４、１２６の下部に形成された第１半導体パ
ターン１１１の純粋非晶質シリコーン層をアクティブ層１１１ａといい、不純物非晶質シ
リコーン層をオーミックコンタクト層１１１ｂという。不純物非晶質シリコーン層と純粋
非晶質シリコーン層を含んで、第１及び第２半導体パターン１１１、１１３と連結される
また他の半導体パターンがデータ配線下部にさらに形成されることもできる。
【００９２】
　次に、前記ソース及びドレイン電極１２４、１２６と、金属パターン１２０と、データ
パッド１２２及びデータ配線（図示せず）の上部に位置した第１及び第２感光パターン１
１８ａ、１１８ｂを除去する工程を行う。
【００９３】
前述したような工程を介して本発明による第２マスク工程を完了する。
【００９４】
　図１５Ａ、図１５Ｂ及び図１５Ｃは、本発明の第３マスク工程を示した図面であって、
それぞれ画素領域と、ゲートパッド領域及びデータパッド領域に対応する断面図である。
【００９５】
　図１５Ａ、図１５Ｂ及び図１５Ｃに示したように、前記ソース及びドレイン電極１２４
、１２６とデータパッド１２２及びデータ配線（図示せず）が形成された基板１００の全
面に、窒化シリコーン（ＳｉＮＸ）と酸化シリコーン（ＳｉＯ２）を含む無機絶縁物質グ
ループのうちから選択された一つを蒸着して第１保護膜１２８を形成する。前記第１保護
膜１２８が形成された基板１００の全面に、ブラック樹脂を塗布した後、第３マスク工程
でパターニングして前記スイッチング領域Ｓに対応してブラックマトリックス１２９を形
成する。
【００９６】
　次に、図１６Ａ、図１６Ｂ及び図１６Ｃは、本発明の第４マスク工程を示した図面であ
って、それぞれ画素領域と、ゲートパッド領域及びデータパッド領域に対応する断面図で
ある。
【００９７】
　図１６Ａ、図１６Ｂ及び図１６Ｃに示したように、第１保護膜１２８上部にカラー樹脂
を塗布して第４マスク工程でパターニングして前記画素領域Ｐに対応するカラーフィルタ
ー層、例えば緑色カラーフィルター１３０を形成する。
【００９８】
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　前記カラーフィルター層は、赤、緑、青色カラーフィルターを含み、複数の画素領域に
対応して赤色（ＲＥＤ）と緑色（ＧＲＥＥＮ）及び青色（ＢＬＵＥ）のカラーフィルター
を順次形成するのが一般的である。ここで、赤色及び青色カラーフィルターは、緑色カラ
ーフィルター１３０と同一な方法で形成される。
【００９９】
　前記ブラックマトリックス１２９とカラーフィルター１３０を形成する時は、前記ドレ
イン電極１２６の一部と前記金属パターン１２０の一部に対応する部分の第１保護膜１２
８が露出するようにする。ゲートパッド１０６及びデータパッド１２２上部にはカラーフ
ィルターを形成しない。
【０１００】
　次に、図１７Ａ、図１７Ｂ、図１７Ｃないし図２１Ａ、図２１Ｂ、図２１Ｃは、本発明
の第５マスク工程を示した図面であって、それぞれ画素領域と、ゲートパッド領域及びデ
ータパッド領域に対応する断面図である。
【０１０１】
　図１７Ａ、図１７Ｂ及び図１７Ｃに示したように、前記ブラックマトリックス１２９と
カラーフィルター１３０が形成された基板１００の全面に、前述した絶縁物質を蒸着して
第２保護膜１３２を形成する。
【０１０２】
　図１８Ａ、図１８Ｂ及び図１８Ｃに示したように、前記第２保護膜１３２が形成された
基板１００の全面に、フォトレジストを塗布した後、第５マスク工程でパターニングして
、画素領域Ｐと前記ドレイン電極１２６の一部、前記金属パターン１２０の一部、前記デ
ータパッド１２２及びゲートパッド１０６に対応する第２保護膜１３２が露出されるよう
に感光パターン１３４を形成する。
【０１０３】
　次に、図１９Ａ、図１９Ｂ及び図１９Ｃに示したように、前記スイッチング領域Ｓとス
トレージ領域ＳＴに対応して、前記感光パターン１３４の間で露出した第２保護膜１３２
とその下部の第１保護膜１２８を除去してドレインコンタクトホール１３６とストレージ
コンタクトホール１３８を形成し、前記ゲートパッド領域ＧＰに対応して第２保護膜１３
２とその下部の第１保護膜１２８とゲート絶縁膜１０８を除去してゲートパッドコンタク
トホール１４０を形成し、前記データパッド領域ＤＰに対応して第２保護膜１３２とその
下部の第１保護膜１２８を除去してデータパッドコンタクトホール１４２を形成する。
【０１０４】
　図２０Ａ、図２０Ｂ及び図２０Ｃに示したように、前記感光パターン１３４が形成され
た基板１００の全面に、インジウム－スズ－オキサイド（ＩＴＯ）とインジウム－ジンク
－オキサイド（ＩＺＯ）を含む透明な導電性金属グループのうちから選択された一つを蒸
着して透明な金属層１４６を形成する。
【０１０５】
　次に、図２１Ａ、図２１Ｂ及び図２１Ｃに示したように、前記感光パターン（図２０Ａ
、図２０Ｂ、図２０Ｃの１３４）を除去する工程を行い、前記ドレイン電極１２６と金属
パターン１２０に同時に接触しながら前記画素領域Ｐに位置する画素電極１４８を形成す
る。
【０１０６】
　同時に、前記ゲートパッド１０６と接触するアイランド状のゲートパッド端子１５０、
そして前記データパッド１２２と接触するアイランド状のデータパッド端子１５２を形成
する。
【０１０７】
　前述したような工程を介して本発明によるＣＯＴ構造の液晶表示装置用アレイ基板を製
作することができ、前述したアレイ基板に透明な共通電極を形成した第２基板を合着する
工程を介してＣＯＴ構造の液晶表示装置を製作することができる。
【０１０８】
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　前述した本発明によるＣＯＴ構造の液晶表示装置用アレイ基板は、総５マスク工程で製
作され、従来に比べて製造工程が減少し費用及び時間を減らすことができる。
【０１０９】
　一方、柱状のスペーサーを本発明のアレイ基板上部にさらに形成することができる。
【０１１０】
　図２２Ａ、図２２Ｂ及び図２２Ｃは、本発明による柱状のスペーサーを含むアレイ基板
を示したものであって、それぞれ画素領域と、ゲートパッド領域及びデータパッド領域に
対応する断面図である。
【０１１１】
　図示したように、絶縁基板２００上にスイッチング領域Ｓを含む画素領域Ｐと、ストレ
ージ領域ＳＴ、ゲートパッド領域ＧＰ及びデータパッド領域ＤＰが定義される。
【０１１２】
　ゲート配線２０２とゲート電極２０４及びゲートパッド２０６が基板２００上に形成さ
れる。ゲート電極２０４はスイッチング領域Ｓに位置し、ゲート配線２０２の一部はスト
レージ領域ＳＴに位置し、ゲートパッド２０６はゲートパッド領域ＧＰに位置する。図示
しなかったが、ゲート電極２０４はゲート配線２０２に連結し、ゲートパッド２０６はゲ
ート配線２０２の一端に位置する。
【０１１３】
　ゲート絶縁膜２０８はゲート配線２０２とゲート電極２０４及びゲートパッド２０６上
部に形成される。
【０１１４】
　第１、第２、第３半導体パターン２１１、２１３、２１５はゲート絶縁膜２０８上部の
スイッチング領域Ｓ、データパッド領域ＤＰ及びストレージ領域ＳＴにそれぞれ形成され
る。半導体パターン２１１、２１３、２１５のそれぞれは純粋非晶質シリコーン層２１０
と不純物非晶質シリコーン層２１２を含む。第１半導体パターン２１１の純粋非晶質シリ
コーン層はアクティブ層２１１ａになって、第１半導体パターン２１１の不純物非晶質シ
リコーン層はオーミックコンタクト層２１１ｂになる。
【０１１５】
　ソース電極２２４とドレイン電極２２６は第１半導体パターン２１１上部に形成され、
データパッド２２２は第２半導体パターン２１３上部に形成され、金属パターン２２０は
第３半導体パターン２１５上部に形成される。図示しなかったが、データ配線はソース及
びドレイン電極２２４、２２６とデータパッド２２２及び金属パターン２２０と同じ層上
に形成される。データ配線はゲート配線２０２と交差してソース電極２２４に連結し、デ
ータパッド２２２はデータ配線の一端に位置する。金属パターン２２０はゲート配線２０
２と重なって、金属パターン２２０とゲート配線２０２を第１及び第２キャパシター電極
にするストレージキャパシターが形成される。
【０１１６】
　ゲート電極２０４と第１半導体パターン２１１、ソース電極２２４及びドレイン電極２
２６は薄膜トランジスタＴを形成する。
【０１１７】
　第１保護膜２２８はソース及びドレイン電極２２４、２２６、データパッド２２２及び
金属パターン２２０上部に形成される。続いて、ブラックマトリックス２２９はスイッチ
ング領域Ｓにある薄膜トランジスタＴ上部の第１保護膜２２８上に形成される。カラーフ
ィルター層２３０はスイッチング領域Ｓを除外した画素領域Ｐの第１保護膜２２８上に形
成される。カラーフィルター層２３０は赤、緑、青色カラーフィルターを含み、各カラー
フィルターは画素領域Ｐに対応する。カラーフィルターはそれぞれの画素領域に順次形成
される。
【０１１８】
　第２保護膜２３２はブラックマトリックス２２９とカラーフィルター層２３０上部に形
成される。第２保護層２３２はスイッチング領域Ｓを除外した画素領域Ｐとストレージ領
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域ＳＴ、ゲートパッド領域ＧＰ及びデータパッド領域ＤＰを露出する。
【０１１９】
　画素電極２５０とゲートパッド端子２５４及びデータパッド端子２５６は第２保護膜２
３２で露出した領域のブラックマトリックス２２９及びカラーフィルター層２３０上部に
形成される。画素電極２５０とゲートパッド端子２５４及びデータパッド端子２５６は透
明導電物質で形成される。画素電極２５０はドレイン電極２２６及び金属パターン２２０
と接触し、ゲートパッド端子２５４はゲートパッド２０６と接触して、データパッド端子
２５６はデータパッド２２２と接触する。
【０１２０】
　柱状のスペーサー２８０は画素電極２５０を含む基板２００上に形成される。スペーサ
ー２８０はゲート配線２０２とデータ配線（図示せず）に対応する。スペーサー２８０は
感光性や非感光性樹脂を基板２００全面に塗布してマスクを利用したフォトエッチング工
程を介してパターニングして形成される。
【０１２１】
　第１遮断層２８２と第２遮断層２８４はゲートパッド２０６とデータパッド２２２上部
にスペーサー２８０と同じ層でそれぞれ形成される。ゲートパッド２０６とデータパッド
２２２がアルミニウム（Ａｌ）を含む金属物質で形成される時、スペーサー２８０をパタ
ーニングするためのエッチング液により、ゲートパッド２０６とゲートパッド端子２５４
間またはデータパッド２２２とデータパッド端子２５６間にガルバニック現象が発生して
、ゲートパッド２０６またはデータパッド２２２が除去することができる。したがって、
このような問題を防止するために、第１遮断層２８２はゲートパッド２０６を覆っており
、第２遮断層２８４はデータパッド２２２を覆う。
【０１２２】
　ゲートパッド端子２５４とデータパッド端子２５６に信号を印加するために、第１及び
第２遮断層２８２、２８４は次の段階で除去される。
【０１２３】
　スペーサー２８０と第１及び第２遮断層２８２、２８４を除外した図２２Ａと図２２Ｂ
及び図２２Ｃのアレイ基板は前述したのと同一な工程を介して製造されることができる。
【０１２４】
　図２３Ａ、図２３Ｂ及び図２３Ｃは、本発明の他の実施の形態によるアレイ基板を示し
たものであって、それぞれ画素領域と、ゲートパッド領域及びデータパッド領域に対応す
る断面図である。前記アレイ基板は画素電極と共通電極を含み、また柱状のスペーサーを
含む。
【０１２５】
　図示したように、絶縁基板３００上にスイッチング領域Ｓを含む画素領域Ｐと、ストレ
ージ領域ＳＴ、ゲートパッド領域ＧＰ及びデータパッド領域ＤＰが定義される。
【０１２６】
　ゲート配線３０２とゲート電極３０４及びゲートパッド３０６が基板３００上に形成さ
れる。ゲート電極３０４はスイッチング領域Ｓに位置して、ゲート配線３０２の一部はス
トレージ領域ＳＴに位置し、ゲートパッド３０６はゲートパッド領域ＧＰに位置する。図
示しなかったが、ゲート電極３０４はゲート配線３０２に連結して、ゲートパッド３０６
はゲート配線３０２の一端に位置する。
【０１２７】
　ゲート絶縁膜３０８がゲート配線３０２とゲート電極３０４及びゲートパッド３０６上
部に形成される。
【０１２８】
　第１、第２、第３半導体パターン３１１、３１３、３１５はゲート絶縁膜３０８上部の
スイッチング領域Ｓ、データパッド領域ＤＰ及びストレージ領域ＳＴにそれぞれ形成され
る。半導体パターン３１１、３１３、３１５のそれぞれは純粋非晶質シリコーン層３１０
と不純物非晶質シリコーン層３１２を含む。第１半導体パターン３１１の純粋非晶質シリ
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コーン層はアクティブ層３１１ａになって、第１半導体パターン３１１の不純物非晶質シ
リコーン層はオーミックコンタクト層３１１ｂになる。
【０１２９】
　ソース電極３２４とドレイン電極３２６は第１半導体パターン３１１上部に形成され、
データパッド３２２は第２半導体パターン３１３上部に形成され、金属パターン３２０は
第３半導体パターン３１５上部に形成される。図示しなかったが、データ配線はソース及
びドレイン電極３２４、３２６とデータパッド３２２そして金属パターン３２０と同じ層
上に形成される。データ配線はゲート配線３０２と交差してソース電極３２４に連結し、
データパッド３２２はデータ配線の一端に位置する。金属パターン３２０はゲート配線３
０２と重なって、金属パターン３２０とゲート配線３０２を第１及び第２キャパシター電
極にするストレージキャパシターが形成される。
【０１３０】
　ゲート電極３０４と第１半導体パターン３１１、ソース電極３２４及びドレイン電極３
２６は薄膜トランジスタを形成する。
【０１３１】
　第１保護膜３２８はソース及びドレイン電極３２４、３２６、データパッド３２２及び
金属パターン３２０上部に形成される。続いて、ブラックマトリックス３２９はスイッチ
ング領域Ｓにある薄膜トランジスタ上部の第１保護膜３２８上に形成される。カラーフィ
ルター層３３０はスイッチング領域Ｓを除外した画素領域Ｐの第１保護膜３２８上に形成
される。カラーフィルター層３３０は、赤、緑、青色カラーフィルターを含み、各カラー
フィルターは画素領域Ｐに対応する。カラーフィルターはそれぞれの画素領域に順次形成
される。
【０１３２】
　第２保護膜３３２はブラックマトリックス３２９とカラーフィルター層３３０上部に形
成される。第２保護層３３２はスイッチング領域Ｓを除外した画素領域Ｐとストレージ領
域ＳＴ、ゲートパッド領域ＧＰそしてデータパッド領域ＤＰを露出する。第２保護膜３３
２は画素領域Ｐでパターニングされてカラーフィルター層３３０を選択的に露出する。
【０１３３】
　画素電極３５０と共通電極３５８、ゲートパッド端子３５４及びデータパッド端子３５
６は、第２保護膜３３２で露出した領域のブラックマトリックス３２９及びカラーフィル
ター層３３０上部に形成される。画素電極３５０と共通電極３５８は画素領域Ｐに位置し
、相互に平行するように離隔されている。画素電極３５０は共通電極３５８と互い違うよ
うに配置される。画素電極３５０と共通電極３５８のそれぞれは複数の部分を含む。画素
電極３５０はドレイン電極３２６及び金属パターン３２０と接触し、ゲートパッド端子３
５４はゲートパッド３０６と接触して、データパッド端子３５６はデータパッド３２２と
接触する。画素電極３５０と共通電極３５８、ゲートパッド端子３５４及びデータパッド
端子２５６は透明導電物質で形成される。
【０１３４】
　共通配線（図示せず）がゲート配線３０２に平行するように形成されて共通電極３５８
と連結されることができる。
【０１３５】
　一方、柱状のスペーサー３８０は画素電極３５０を含む基板３００上に形成される。ス
ペーサー３８０はゲート配線３０２とデータ配線（図示せず）に対応する。スペーサー３
８０は感光性や非感光性樹脂を基板３００全面に塗布してマスクを利用したフォトエッチ
ング工程を介してパターニングして形成される。
【０１３６】
　ゲートパッド３０６とデータパッド３２２上部に、第１遮断層３８２と第２遮断層３８
４がスペーサー３８０と同じ層でそれぞれ形成される。ゲートパッド３０６とデータパッ
ド３２２がアルミニウム（Ａｌ）を含む金属物質で形成される時、スペーサー３８０をパ
ターニングするためのエッチング液により、ゲートパッド３０６とゲートパッド端子３５
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４間またはデータパッド３２２とデータパッド端子３５６間にガルバニック現象が発生し
て、ゲートパッド３０６またはデータパッド３２２が除去されることができる。したがっ
て、このような問題を防止するために、第１遮断層３８２はゲートパッド３０６を覆って
おり、第２遮断層３８４はデータパッド３２２を覆う。一方、前記遮断層３８２、３８４
は前記共通配線の終端リンク部に対応して形成することもできる。
【０１３７】
　ゲートパッド端子３５４とデータパッド端子３５６に信号を印加するために、第１及び
第２遮断層３８２、３８４は次の段階で除去される。
【図面の簡単な説明】
【０１３８】
【図１】一般的な液晶表示装置を概略的に示した分解斜視図である。
【図２】一般的な液晶表示装置を概略的に示した断面図である。
【図３】一般的なＣＯＴ構造の液晶表示装置用アレイ基板の一部を拡大した拡大平面図で
ある。
【図４Ａ】従来の第１及び第２マスク工程を示した図面であって、図３のＩＶＡ－ＩＶＡ
線に沿って切断した面に対応する工程断面図である。
【図４Ｂ】従来の第１及び第２マスク工程を示した図面であって、図３のＩＶＢ－ＩＶＢ
線に沿って切断した面に対応する工程断面図である。
【図４Ｃ】従来の第１及び第２マスク工程を示した図面であって、図３のＩＶＣ－ＩＶＣ
線に沿って切断した面に対応する工程断面図である。
【図５Ａ】従来の第３マスク工程を示した図面であって、図３のＩＶＡ－ＩＶＡ線線に沿
って切断した面に対応する工程断面図である。
【図５Ｂ】従来の第３マスク工程を示した図面であって、図３のＩＶＢ－ＩＶＢ線に沿っ
て切断した面に対応する工程断面図である。
【図５Ｃ】従来の第３マスク工程を示した図面であって、図３のＩＶＣ－ＩＶＣ線に沿っ
て切断した面に対応する工程断面図である。
【図６Ａ】従来の第４及び第５マスク工程を示した図面であって、図３のＩＶＡ－ＩＶＡ
線に沿って切断した面に対応する工程断面図である。
【図６Ｂ】従来の第４及び第５マスク工程を示した図面であって、図３のＩＶＢ－ＩＶＢ
線に沿って切断した面に対応する工程断面図である。
【図６Ｃ】従来の第４及び第５マスク工程を示した図面であって、図３のＩＶＣ－ＩＶＣ
線に沿って切断した面に対応する工程断面図である。
【図７Ａ】従来の第６マスク工程を示した図面であって、図３のＩＶＡ－ＩＶＡ線に沿っ
て切断した面に対応する工程断面図である。
【図７Ｂ】従来の第６マスク工程を示した図面であって、図３のＩＶＢ－ＩＶＢ線に沿っ
て切断した面に対応する工程断面図である。
【図７Ｃ】従来の第６マスク工程を示した図面であって、図３のＩＶＣ－ＩＶＣ線に沿っ
て切断した面に対応する工程断面図である。
【図８Ａ】従来の第７マスク工程を示した図面であって、図３のＩＶＡ－ＩＶＡ線に沿っ
て切断した面に対応する工程断面図である。
【図８Ｂ】従来の第７マスク工程を示した図面であって、図３のＩＶＢ－ＩＶＢ線に沿っ
て切断した面に対応する工程断面図である。
【図８Ｃ】従来の第７マスク工程を示した図面であって、図３のＩＶＣ－ＩＶＣ線に沿っ
て切断した面に対応する工程断面図である。
【図９Ａ】本発明の第１マスク工程を示した図面であって、画素領域に対応する工程断面
図である。
【図９Ｂ】本発明の第１マスク工程を示した図面であって、ゲートパッド領域に対応する
工程断面図である。
【図９Ｃ】本発明の第１マスク工程を示した図面であって、データパッド領域に対応する
工程断面図である。
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【図１０Ａ】本発明の第２マスク工程を工程順序によって示す図面であって、画素領域に
対応する工程断面図である。
【図１０Ｂ】本発明の第２マスク工程を工程順序によって示す図面であって、ゲートパッ
ド領域に対応する工程断面図である。
【図１０Ｃ】本発明の第２マスク工程を工程順序によって示す図面であって、データパッ
ド領域に対応する工程断面図である。
【図１１Ａ】図１０Ａに続く工程断面図である。
【図１１Ｂ】図１０Ｂに続く工程断面図である。
【図１１Ｃ】図１０Ｃに続く工程断面図である。
【図１２Ａ】図１１Ａに続く工程断面図である。
【図１２Ｂ】図１１Ｂに続く工程断面図である。
【図１２Ｃ】図１１Ｃに続く工程断面図である。
【図１３Ａ】図１２Ａに続く工程断面図である。
【図１３Ｂ】図１２Ｂに続く工程断面図である。
【図１３Ｃ】図１２Ｃに続く工程断面図である。
【図１４Ａ】図１３Ａに続く工程断面図である。
【図１４Ｂ】図１３Ｂに続く工程断面図である。
【図１４Ｃ】図１３Ｃに続く工程断面図である。
【図１５Ａ】本発明の第３マスク工程を示した図面であって、画素領域に対応する工程断
面図である。
【図１５Ｂ】本発明の第３マスク工程を示した図面であって、ゲートパッド領域に対応す
る工程断面図である。
【図１５Ｃ】本発明の第３マスク工程を示した図面であって、データパッド領域に対応す
る工程断面図である。
【図１６Ａ】本発明の第４マスク工程を示した図面であって、画素領域に対応する工程断
面図である。
【図１６Ｂ】本発明の第４マスク工程を示した図面であって、ゲートパッド領域に対応す
る工程断面図である。
【図１６Ｃ】本発明の第４マスク工程を示した図面であって、データパッド領域に対応す
る工程断面図である。
【図１７Ａ】本発明の第５マスク工程を示した図面であって、画素領域に対応する断面図
である。
【図１７Ｂ】本発明の第５マスク工程を示した図面であって、ゲートパッド領域に対応す
る断面図である。
【図１７Ｃ】本発明の第５マスク工程を示した図面であって、データパッド領域に対応す
る断面図である。
【図１８Ａ】図１７Ａに続く工程断面図である。
【図１８Ｂ】図１７Ｂに続く工程断面図である。
【図１８Ｃ】図１７Ｃに続く工程断面図である。
【図１９Ａ】図１８Ａに続く工程断面図である。
【図１９Ｂ】図１８Ｂに続く工程断面図である。
【図１９Ｃ】図１８Ｃに続く工程断面図である。
【図２０Ａ】図１９Ａに続く工程断面図である。
【図２０Ｂ】図１９Ｂに続く工程断面図である。
【図２０Ｃ】図１９Ｃに続く工程断面図である。
【図２１Ａ】図２０Ａに続く工程断面図である。
【図２１Ｂ】図２０Ｂに続く工程断面図である。
【図２１Ｃ】図２０Ｃに続く工程断面図である。
【図２２Ａ】本発明による柱状のスペーサーを含む液晶表示装置用アレイ基板の断面図で
あって、画素領域に対応する断面図である。
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【図２２Ｂ】本発明による柱状のスペーサーを含む液晶表示装置用アレイ基板の断面図で
あって、ゲートパッド領域に対応する断面図である。
【図２２Ｃ】本発明による柱状のスペーサーを含む液晶表示装置用アレイ基板の断面図で
あって、データパッド領域に対応する断面図である。
【図２３Ａ】本発明の他の実施の形態による液晶表示装置用アレイ基板の断面図であって
、画素領域に対応する断面図である。
【図２３Ｂ】本発明の他の実施の形態による液晶表示装置用アレイ基板の断面図であって
、ゲートパッド領域に対応する断面図である。
【図２３Ｃ】本発明の他の実施の形態による液晶表示装置用アレイ基板の断面図であって
、データパッド領域に対応する断面図である。
【符号の説明】
【０１３９】
　１００：基板
　１０２：ゲート配線
　１０４：ゲート電極
　１０８：ゲート絶縁膜
　１１０：純粋非晶質シリコーン層
　１１２：不純物非晶質シリコーン層
　１２０：金属パターン
　１２４：ソース電極
　１２６：ドレイン電極
　１２８：第１保護膜
　１３０：カラーフィルター層
　１３２：第２保護膜
　１３４：感光パターン
　１３６：ドレインコンタクトホール
　１３８：ストレージコンタクトホール
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摘要(译)

要解决的问题：为了简化制造COT结构的液晶显示装置的过程，其中在
阵列基板上形成滤色器。 在栅电极上方的栅极绝缘膜上形成的有源层;有
源层上的欧姆接触层;以及欧姆接触层形成在有源层的上部的源电极和漏
电极，与栅极布线交叉以限定像素区域的数据布线，源电极和漏电极上
的第一保护膜以及数据布线和第一保护膜在像素区域中的第一保护膜上
形成滤色器层，在黑矩阵和滤色器层上形成第二保护以暴露像素区域中
的滤色器层，膜和像素电极形成在像素区域的暴露的滤色器层上并连接
到漏电极号 （图19A）
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